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Al2O3 는 높은 유전상수(~9)와 넓은 밴드갭 에너지(~7eV)를 가진 물질로 차세대 게이트 

절연막 및 커패시터 유전막을 위한 다양한 high-k 물질 중에서도 가장 먼저 주목받았다. 특히, 

Al(CH3)3 (trimethylaluminum, TMA) 와 H2O 를 각각 Al 전구체와 반응제로 사용하는 

원자층증착공정(Atomic Layer Deposition, ALD) 공정은 재현성이 우수하고 상온 수준의 

저온에서부터 500 oC 의 고온까지 ALD 공정온도 범위가 매우 넓다.[1] 한편, Si 기판 위에 

성장한Al2O3 박막은 고온의 후속공정에 의해 Al2O3와 Si 기판 사이 SiOx로 이루어진 interfacial 

layer가 형성되는 문제점이 있다. 따라서, 본 연구에서는 새로운 반응제인 (CH3)2CO (acetone)을 

사용해 Al2O3 박막의 ALD 공정을 개발하고 화학적, 전기적 특성을 평가하였으며 기존에 잘 

알려진 H2O를 사용하는 Al2O3 ALD 공정과 비교하였다.  

250 oC 에서 TMA 와 acetone 을 각각 Al 전구체와 반응제로 이용해 Al2O3 박막을 Si 기판에 

성장시키는 ALD 증착 공정을 확보하였다. acetone 을 반응제로 사용한 경우에도 각 공정 

단계별로 ALD 의 자기 제한적 포화 거동을 확인하였으며, acetone 반응제의 경우 H2O 보다 더 

긴 주입 시간이 소요됐다. acetone 을 사용한 Al2O3 박막의 성장 속도는 0.87 Å /cy 로 H2O 를 

사용한 공정의 성장 속도인 0.97 Å /cy 보다 다소 낮았다. 서로 다른 산화제를 사용해 증착한 

Al2O3 박막과 Si 기판 사이 interfacial layer 형성에 대한 분석을 진행하기 위하여 Al2O3 박막을 

microwave annealing furnace 를 이용하여 1000 oC에서 10분 동안 air 분위기에서 열처리하였다. 

열처리 공정 후, TEM 의 cross-section 이미지 및 diffraction pattern 를 통하여 acetone 을 사용한 

Al2O3 박막에서 더 두꺼운 interfacial layer 형성을 확인하였으며 박막의 결정도 및 결정구조를 

분석하였다. 박막의 화학적 결합 상태는 XPS 로 확인하였으며 박막의 결정성을 알아보기 

위해 GAXRD 를 이용하였다. 또한, 열처리 온도에 따른 박막의 표면 morphology 를 SEM 을 

통하여 비교하였으며 RMS roughness를 확인하기 위해 AFM을 이용하였다.  
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